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REF: 76-SP05 (Sony ref. S76P67)

ANTECEDENTES DEL IRVENTO

El invento se refiere a estructuras de citodos ter
miénicos y, en particular a un catodo termibnico plano de
tipo mejora&o constituido por un substrato en el cual se
reduce sustancialmente el péligro de que se produzcan dqg'
perfectos en el substrato por las fuerzm térmicas que se
le aplican.

Las estructuras de catodo termibnico se utilizan

en varios apamtos del tipo de tubo de vacio y de gas. Aunque °*

mochos de estos dispositivos han sido sustitgidds en razén
de la llegada de la tecnologia de los sémiconductores, sin .
embargo, estas estructuras qe,cétodo termibnico se utilizan
como fuente de electrones en los tubos de rayos catbdicos

(TRC), en tubos de almacenado del tipo de haz electrénico y

en otros aparatos que emplean haces electrbnicos. Una estruc

tura de cltodo termidnico tipica. utilizada en estos aparatos

y en particular en el tubo de rayos catbédicos puede ensamblar

se en vn conjunto de cafibn electrbénico formado por varias re

jas de control y de aceleracidn graciaé a las cuales los
electronesiforman un haz destinado a explorar vna pantalla.
En general, dichas estructuras de cétodo termibébnico incluyen
un tubo o manguito metdlico provisto, de una pared de extremi
dad metélica, La superficie externa de esta pared extremd,
es decir la superficie que est4 orientada en sentido opuesto
resﬁecto al interior del manguito, esté provista de un na-
terial termiénico emisor de electrones, tal como wn revésti
miento de dicho .material, lo que permite la facil emisién
de electrones a partir de Gste cuvando el revestimiento se ca
lienta a una temperatura adecuada. El calor necesario es pro

ducido por un filamento situado en el interior del manguito

c
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metélico, alimenténdose el filamento con una corriente de

calentamiento gque mantiene la temperatura adecuada que da

lugar a la emisién electrédnica a partir del revestimiento

emisor de electrones.

Este tipo de estructura de cétodo termibnica, en
particular cuando se utiliza en un tubo de rayos cafédicog
para color empleado en receotores de televisidn en color, es
relativamente diffcil de ensamblar, y.por tanto exige wa
mano de obra altamente especializada. Por consiguiente, di-
cha estrvctura de céitodo termibnico da lugar a costes de fa

bricacibén més elevados y a una productividad més baja de la

Fabricacién de los tubos de rayos catédicos. Por ejemplo,

el manéuito met&lico de la estructura de cétodo esté& general
mente soportado por un disco de cerémica, el cual, a su
vez, esté situado en el interior de una reja de control de
forma cbncava, situbndose el disco de cerémica y la estruc-

tura de chtodo de manera particular en el interior de la

reja de modo que el revestimiento emisor de electrones sea

separado de la pared extrema de la reja por una distancia
predeterminada. _ ! '

Por consiguviente, para evitar los problemas de fa
bricacibén y del ensamblado de dichas estructuras de cétodo
termiénico de la técnica anterior, reduciendo .asi el coste
general de Fabricacidén, se ha propuesto un cétodé termibni
co plano. Estg estructura de chtodo propuesta esté formada
con 1n substrato aislante sobre el cual se ha previsto una
capa de un material resistivo conductor de la corriente de
modo qué forme el elemento de calentamiento del cétodo. Una
parte de este elemento de calentamiento esté provista de

una capa de material aislante, y una capa de material emisor
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electrénico se coloca a continuaciédn sobre por 1o menos .

una parte de esta capa aislante. De este modo, se evita

" la necesidad de emplear el manguito met&lico y el filamen

to de calentamiento situvado en esté gque se suelen utiligar

. tipicamente en las estructurds de cétodo termibnico de la

técnica anterior.

- Prefcrentemente, esta estructura de cétodo plano
debe ser lo menos gruesa posible. Por consiguiente, el sﬂx—'
trato ln de ser muy Ffino para reducir el consumo de energias *
del elemento calefactor del chtodo y tambien para reducir

el tiempo necesario para que el material emisor de electro

nes se caliente suficientemente para emitir electrones. De

safortﬁﬁadameﬁte, si se reduce el espesor del sustrato, exis
te wna fuerte posibilidad de que se rompa o de que sea dete
riorado gg otro modo en razén de las fuerzas térmicas locali
zadas que se forman en é&l. Por consiguiente, si'el elemento

calefactor del cltodo esté -formado en una zona relativemente

‘localizada para localizar el calor aplicado al revestimiento

emisor electrénico, se produciré»un gradiente de temperatura

entre la zona de calentamiento localizada en el substrato

"y, por ecjemplo las zonas periféricas del substrato que son

mucho mis frias. Este gradiente de temperatura crea unas
tensiones térmicas en.el substrato capaces de producir una
rotura, en particular en el perimetro del substrato.

' OBJETOS DEL INVENTOQ

. Por consiguiente, un objeto del invento consiste
en proporcionar un cétodo termibénico plano de tipo mejora-
do capaz de evitar los problemas y los inconvenientes men
cionados mis arriba.

Otro objecto del invento consiste en proporcionar una
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estructvura plana de chAtodo termibnico en el cual se evita
el peliﬁro de rotura o de desperfecto de los elementos cons
titutivos de esta estructura en razén de las tensiones térmi
cas. '

Un objeto suplementari del invento consiste en pro
porcionar una estructura de cétodo relativamente sencilla
y econfmica de Ffabricar y ensamblar por ejemplo para cbnsti
tuir un tubo de rayos catbdicos.

Otro objeto del invento consiste en proporcionar
una estructura de catodd~mejorada que puede calentarse répi-
damente hasta su temperatura de funcionamiento con el objeto
de Facilitar un retardo minimo entre el momento en el_que se

energiza el cétodo y el momento en que los electrones son emi

“tidos por este. ) K

Varios otros objetos, ventajas v caracteristicas del
invento podrén verse claramente en la siguiente descripcién
detallada, y sus nuevas caracteristicas se resefiaréan parti

cularmente en las reivindiceciones adjuntas.
. RESUMEN DEL INVENTO

De acuverdo con el invento, se proporciona una ess
tructura mejorada de cétodo termiénico plano que incluye un
substrato, por 1o menos un elemento de calentamiento priﬂci—
pal previsto en el substrato para produciﬁ por 1o menos wna
zona de calor sustancialmente localizada, un elemento de sub-
calentamiento previsto en el suvbstrato para definir sustancial

mente una zona de caléntamiento, estando la zona localizada
de calor situada en la zona de calentamiento definida; y un

elemento de chtodo dispuesto en 1la zona localizada e inclu-

- yendo un material emisor electrénico tal que se emitan ele-

_trones a partir de &1L cvando se calienta la sona localizada
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hasta la temperatvra de funcionamiento. o a

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJ0S

El invento podré entenderse més claramente leyendo

la siguiente decripcién del mismo tomada 'conjuntamente de los -

dibujos que la acompafian y en los cuales: '

La figura 1 es una vista en planta y en seccibdn
de uvna estructura de chtodo tipica de la técnica’anterior.

La figura 2 es una vista en planta por encima de
un modo de realizacién de una estructura de chtodo termiéni
co plano calentado indirectamente. ) -

La figura 3 es una vista en seccién tomada a lo lar.
go de la 1linea 3-3 de la figura 2. )

' La figura 4 es vna vista en planta por la parte su-
perior de otro modo de realizacibén de una esfryctura de c&~
todo termiénico plano calentado indirectamente.

La figura 5 es vna vista en planta por la parte su-
perior de otro modo de realizacibédn més de vna estructura de
chtodo termibnico plano:calentado indirectamente.

La figura 6 es wna vista en perspectiva de una es-
tructura de soporte de catodo para c&todo termi6nico plano.

La figura 7 es vna vista en seccibn de la éstructg

ra de soporte de cétodo de 1a Figura 6, en combinacién con

~un electrodo de reja.

_ La figura 8 es wma vista en planta por la parte su-
perior de un modo de realizacifén de wun cétodo termidnico.pla
no calentado directamente, y

La Ffigura 9 es una vista en seccibén tomada a lo lap

go de las 1ineas 9-9 de la figura 8.

R

e

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ODOS DE REALIZACION PREFERIDOS

Antes de describir el cétodo termiénico plano mejo- -

e
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rado segln el invento, se haré'referencia a la figura 1 .

en la cual se ilustra una estructvra de cétodo tipico de

la.técnica anterior. Como aplicacién del mismo, la estruc

tura de cétodo puede utilizarse en un tvbo de imagen de
televisién de rayos catédicos en color del tipo que inclu-
ye unos cétodos separados para rojo (R), verde (G) y azul
(B). Estos cétodos para rojo, verde y azul estén provistos
de los correspondientes manguitos metélicos 3R, 3G y 3B que
estén adaptados para contener cada uno un filamento de calegr

tamiento 2 y que tienen una pared de extremidad 4 hecha de

metal y recubierta de una capa de un material termibénico emi

sor Qe electrones. Los manguitos respectivos 3R, 3G y 3B se
adaptaﬁ en unos orificios 7R, 76 vy 7B previstos en un sopor

te de cerfmica 6 en’ forma de disco, estando dicha estructu

ra dispuesta en el interior de una reja de cpntfol Gl de for
ma cobncava. La reja de forma céncava Gl estd hecha de un con
ductor metélico que tiene una pared extremna 5 provista de
orificios 8R, 8G y 8B alineados con los revestimientos emiso
res de electrones de los respectivos citodos rojo, verde y
azvl, Para mantener adecuadamente los cétodos a una distancia
predeterminada de 1los orificios 8R, 8¢ y 8B de la reja Gl,
se ha previsto un separador ? entre la: superficie superior
del disco de soporte 6 y la superficie interna de la pared
extrema 5 de la reja Gl. Un demento de retencibn anular 30
tal.como una arandela de bloqueo, esté adaptado en el interior
de la reja de Porna céncava Gl para empujar el disco de sopor
te 6 y ¢l scparador 9 contra la pared de extremidad 5. Por tan
to, la estructura.de soporte de citodo esté mantenida de ma-
nera fija en su sitio en el interior de la reja Gl de modo que

cada wno de los revestimientos emisores de electrones de los
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‘orificios 8R, 8G y 8B formados en la pared de exiremidad 5.

respectivos chtodos rojo, verde y azul esté debidamente

separado por una distancia predeterminada respecto a los

Aunque esto no se represente en la figura 1, unos'
salientes o pasadores de soporte estam previstos en el dis-
co 6 para el montaje preciso de los respectivos manguitos
3R, 3G y 3B v, los filamentos.2 estén adem4s soldados a unos
elementos de soporte del dispositivo. de calentamiento situa
dos igualmente en el disco 6. - ’

Los elementos de placa de apantallamiento 1, por ejem
plo.la pantalla cilindrica,separan o apantallan los cétodos
adyacentes los wnos de los otros para reducir al minimo la-
transmodulacidn entre ellos que ,podria.sér debida a interfe
rencia mGtua. De la manera represenééda, estos elementos de

placa de pantalla 1 pueden sujetarse en la suvperficie intep

na de la pared de extremidad 5 de la reja Gl y cuelgan de

la pared de extremidad.

Como puede verse en la estructura ilustrada én la
Pigura 1, el cétodo de la técnica anterior, cuaﬁdo‘esté’fg
bricado y ensamblado para formar parte de un tubo de imagen
de rayos catbdicos en color exige un gran nimero de piezas
que han de ser ensambladas,dando lugar a una productividad

relativamente baja y a un elevado coste de fabricacién.

Igualmente, no se pueden aprovechar completamente las téeni

cas de produccibébn automética y por tanto se necesita la
vtilizacién 'de técnicos altamente especializados.

Estos inconvenientes estén superados por la estruc
tura de cétodo termiénico plano del tipo representado en los :
modos de realizacibén preferidos de las figuras 2-9. Haciendo f

referencia a la figura 2 que es uvna vista en planta por en-
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cima de wvn modo de realizacidén de un chtodo termibnico
plano, y a la figvra 3, que es una vista.en seccibén tomada

a 1o largo de la linea 3-3 de la figura 2, puede'Qerse que
el cétodo termi6nico plano 21 esté constitufdo por vn subs
trato aislante 10 que llcva cn &1 wn elemento 'de calentamien
to 11. Bl elemento de calentamiento esté& hecho de wna tira
de material resistivo conductor de la corriente tal como
tungsteno que conticne torio y/o renie, capaz de producir
elevadas temperaturas de funcionamiento al ser energizado
con una corriente de calentamiento. El elemento de calen~
tamiento 11 puede hacerse utilizando técnicas onvencionales
de electrodgposicién o mediante otres métodos Eon lo. cual se
forma.en el substrato aislante 10 el elemento de calentamien
to. p ‘

El elemento de caleatamisto 11 incluye unos elemen
tos de calentamiento principales 12R, 12G y iaB asociados
con los respectivos chtodos para rojo, verde y azul. Cada
elemento de calentamiento principal 12 esté hecho de wn con
ductbr resistivo a la qorriente 11 dispuesto con una confi-
guracibén serpentina y gue tiene una densidad relativamente
elevada para producir el calor necesario para activar el
material emisor de electrones de cada uvno dc los c&todos pa
ra rojo, verde y azul. Por tanto, cada uno dg los elementos
de calentamiento principales 12R, 12G y 12B producé vna 20~
na de calor sustancialmente localizada.

- Bl elemento de calentamiento 1ll. incluye fambien wn
elemento de subcalentamiento 13vhecho de vn conductor resis
tivo a la corriente y gque estéd dispuesto alrededor del peri
metro del svbstrato 10, Al ser energizado, el elemento de

subcalentamiento 13 define vna zona de calentamiento sustan
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cialmente en el interior del perimetro del substrato 10.
Como se observaré, el calor generado por este elemento
de subcalentamiento es inferior al calor localizado gene
rado por los elementos de caiéntamiento principales 12R,
12G v 12B. ’ '

En el modo de realigzaci6n de las figuras 2 y 3,
los elementos de calentamiento principales 12R, 12G y 12B
y el elemento de subcalentamiento 13 estan todos conecta
dos en serie. Esta estructura de calentamiento en serie eg
t&4 conectada entre los terminales de suministro de corrien
te de calentamiento 19a y 19b. Normalmente los terminales
1%a y 19b estén conectados con las columnas conductoras que
se extienden debajo del substrato 19._como se ve mas clara-
mente en la figura 3. Por cohsiguiente, segin se observa
én la figura 2,la corriente de calentamientq suﬁinistrada

por ejemplo al-terminal 15b fluye a través del elemento de

svbcalentamiento 13 cerca del borde inferior del substrato

10 y a continuacién a través del elemento de subcalentamien
to 13 cerca del borde izquierdo del substrato, a través del
elemento de calentamiento principal 12R, hasta el elemento
de calentamiento principal 12G y a continuacién hasta el ele
mento de calentamiento principal 12B, y desde este a través
del elemento de subcalentamiento 13 cerca del bordg derecho
del svbstrato 10 y a través del elemento de subcalentamien
to 13 cerca del borde superior del substrato hasta el ter-
minal 19a. Por tanto, en el modo de realizacién representa
do en las Ffiguras 2 v 3, el elemento de subcalentamiento

13 rodea sustancialmente las gzonas localizadas en las cua-
les estén sitvedos los elementos de calentamiento principa-

les 12R, 12 G y 12B.

LR DT LL Y PO NI
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1l

. Sobre el substrato 10 esté aplicada una capa de
un material aislante’ 14 tal como una cerémica o wn bxido
de aluminio. A continvacién, se forman los respectivos ch
todos Rojo, verde y azul 15R, 15G y 15B, sobre cada zona

localizada definida por los elementos de calentamiento prin

- cipales 12R, 126G y 12B respectivamente. Los chtodos son sus

tancialmente similares y, a titvlo de ejemplo, el cétodo 15R’
est& constituido por una capa de ﬁaterial conductor 16R ali-
neado con el elemento de calentamiento principal 12R, una ca
pa metélica 17R depositada sobre la capa conductora 16R y un
reve§timiento de un material emisor electrbédnico 18R deposi-
tado sobre el metal 17R. Las capas éonductoras 16R, 16G y 16B
respeétivamente, incluyen una_ porcién de forma circular 16S
sobre 1los elementos de calentamiento principal aislados 12R,
126G y 12B, y unos hilos conductores 16-l sirVen'para conectar
las respectivas éapas qonductoraé con los terminales 20R, 20G
y 20B dispuestos a 1o largo del perimetro de substrato 10.
Si se desea, las capas conductofas 16R, 16G y 16B pueden cu
brirse con una capa de niguel para mejorar su conductividad,
Las capas metélicas 17R, 17G y 17B pueden depositar
se sobre las respectivas capascnnductor;s aplicando una fi-
na capa de niquel al cual se han afiadido agéntes reductores
tales como tungsteno y magnesio, y soldando a continuacién
la capa de metal depositada_con oro. En variante, pueden en
Plearse técnicas de evaporacibn convencionales para formar
las capas metélicgs 177, 17G y 17B en las apas conductoras
16R, 16G y 16B respectivamente. Como otra variante, estas
capas metélicas pueden formarse utilizando una pintura con

ductora. Como es conocido, pucden utilizarse otras técnicas

,,pdrticulares para formar las capas metdlicas 17R, 17G y 17B
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12

en las capas conductoras 16R, 16G y 16B, respectivameﬁte.
Los revestimientos de emisién de electrones 18R, 18G y
18B se forman sobre las capas metalicas 17R, 17G y 17B respecti

vamente, pintando o atomizando una mezcla de pasta de un carbo-

L T T T N RSP IPPIRN

nato de bario, estroncio y calcio tnico o miltiple, un aglomeran :
te tal como nifrocelulosa y un disolvente tal como el acetato dé ?
etilo. S1 se desea, puede utilizarse otro revestimiento de emi- T
sién de electrones formados sobre las capas metdlicas 17R, 176"y ;3 

17B respectivamente, por otras técnicas convencionales. Los ter

minales 20R, 20G y 20B, conectados por los conductores 16-1 con é;i
las capas conductoras 16R, 16G y 1638 respecti&amente, estén adap ?r'
tados para ser alimentados con tensiones de control correspon- _ -
‘dientes destinadas a controlar los respectivos chtodos rojo, ver

de y azul.

Durante el funcionamiento, la corriente de calenta

miento que fluye a través de los respectivos elementos de

calentamiento principales 12R, 12G y 12B producen zonas

de calor localizadas. Si se omite de momento el elemento
de subcalentamiento 13, las zonas calentadas localizadas
producen un gradiente de temﬁeratura a partir de-las zonas
de calor méximo hacia aquellas porciones.de substrato 10

que son mas frias. Por tanto, segln se ve en la figura 2,

se produce un gradiente de temperatura a partir de la por-

cién central del suvbstrato 10 es decir desde las zonas ca-
lentadas localizadas que estan definidas por los elementos
de calentamiento principales 12R, 12y 12B hacia el exterior
en direccién al perimetro del substrato. Este gradiente de
temperatura en el substrato 10 crea unas fuerzas térmicas

andlogas a fuerzas de estiramiento o de tensibén. Aunque el

. substrato 10 presente buenas caracteristicas con respecto

a las fuverzas de contraccibn, es decir gue el substrato es

o e
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Aéqpaz de soportar una fuerza de contraccién relativamente
importante, no puvede soportar vna fuerza de estiremiento o
de tensién comparable. Por consiguiente cuando se hace fun
cionar el chtodo plano 21, la fuerza térmica producida en
el substrato 10 por el clevado calor generado por los cle
mentos de calentamiento principales 12R, 12G y 12B puede
dar lugar a una rotura o aun agrletamlento del suvbstrato,
en éartlcular a lo 1argo del perinetro vy de los bordes
del mismo. Este peligro de desperfecto en el_subshmto 10
se evita gracias a la wtilizacién del elemento de subcalen
tamiento 13 que rodea los elementos'de calentamiento prin-
cipales 12R, 12G y 12. El1l elemento de subcalentamiento de-
£ine una zona de calentamiento que se ilustra, capaz de
aumentar la emperatura en las porciones externas o en el
perimtro del substrato 10.Esto reduce a su vez el gradien-
te de temperatura entre las zonas calentadas 1ocalizada§
formadas por los elementos de calentamiento principales y
las’ porciones externas del substrato. Cuando este gradiente
de temperatura disminuye, la fuerza térmica en el substra-
to 10 se reduce de manera correspondiente. Es decir que cuan
do el perimetro de substrato 10 se calienta la dilatacién
térmica de la porcibn central de substrato con relacién a
las porciones externas del mismo disminvye. Esto tiene por
efecfo el de produciruuna fuerza de contraccibn que contra-
restd la fuerza de estiramiento o de traccibén debida a las
zonas calentadas localizadas. Bl efecto de esta fuerza de
contraccibn se obtiene perpendicularmente a ax direccidn.

Por consiguiente, ya que esta fuerza de contraccibén puede

ser considerada coiio aplicéndose desde el perimetro del subs
trato 10 hacia la porcién central del mismo, el efecto de eg

ta Puerza de contraccién se produce sustancialmente a lo lar
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14

go de la superficie del substrato. Esto coﬁtraresta la fuer

za de estiramiento o de tensiém debida a la fuerza térmica

en el substrato y por tanto reduce sustancialmente la posi-

bilidad de rotura o de agrietamiento del substrato a lo lar
go de sus bordes.

Debido a esta reduccién de las fuerzas térmicas en
el substrato 10, el substrato'puéde‘hacerse relativamente
fino, con un espesor del orden de 0,1 a 0,2 mm, y el ele-
mento de calentamiento 11 puede ser del tipo capai de ge-
nerar vna graﬁ cantidad de calor. Por tanto el elemento
de @lentamiento 11 puede hacerse con tungsteno. De este
modo se mejoran las fiabilidad y la longevidad de funcio
namiento del cétodo termidnico piaho que se ilustra. Igual
mente, la potencia del elemento de calefaccién aumenta y
el tiempo necesario- pera la emisibn electréhica a partir
del momento de la energizacién del elemento de calefaccidén
del céatodo disminﬁye. '

En el modo de realizacibn que se acaba de describir
con respecfo a las figuras 2 y. 3, los elementos de calenta
miento principales 12R, 12G y 12B, y el elemento de subca-
lentamiento 13 estén todos conectados en serié. En un modo
de realizacibén en variante, que se representa en la figura
4, los glementos de calentamiento principales y el clemento
de subcalentamiento estén todos conectados en paralelo. Sin

embargo, debido a que los elementos principales estén dis-

_ puestos dentro de la zona de calentamicnto definida por el

elemento de subcalentamiento 13, los esfuerzos térmicos
aplicados al substrato 10 disminuyen como se ha dicho més

arriba. Poxr consiguiente, el modo de realizacién de la fi

"gura 4, en el cual el elemento de subcalentamiento 13

esté previsto a lo largo del perimetro del substrato 10,
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disminuye sustancialmente el peligro de rotura o de agrie
tamiento del substrato 10.

En otro modo de realizacién de wn cétodo termiéni
co plano, segin. se representa en 1a'figura 5, todo el ele-
mento de calentamiento 11 estd provisto uniformements en
forma de serpentin sustancialmente en todo el substrato 10l
La totalidad de este elemento de calentamiento 11 puede ha
cerse con el mismo conductor resistivo a la comente desde
una extremidad hasta 1a otra. En este elemento de calenta-
miento complet§ 11, tres porciones centrales pueden ser con

sideradas como 1os elementos de calentamiento principales 12R,

12G y‘12B. El resto puede considerarse como el elemento de
subcalentamiento 13. Se obtiene asi el efecto de incremen
to del calor en la zona de calentamiento definida por el
elemento.de suﬁcalentémiento. Esto' quiere decir que ademés
del calentamiento obtenido principalmente en el perimetro o
en la porcibén externa del substrato 10, como en los modos
de realizaciédn de las figuras 2 y 4, el elemento.de subca-
lentamiento 13 de la figura 5 calienta igualmente las por
ciones internas del substrato. Puesto que el elemento de
subcalentamiento 13 es uniforme a través del substrato 10,
el gradiente de temperatura a partir de las zonas localiza
das disminuye todavia mis. Sin embargo, puesto que el ele~
mento de subcalentamiento 13 del modo de realizacidn de la
figufa.S genera més calor que la que es producida por el
elemento de subcalentamiento en los modos de realizacibén des
critos més arriba, se observaré que debe suministrarse una

mayor energia de calentamiento a los terminales 19a y 19b.

CEsto quiere decir que la corriente de calentamiento suminig

trada a estos terminales en el modo de realizaci6én de la £i

gura 5 es superior ai que se aplica al modo de realizacién
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descrito mis arriba. Sin embargo, el modo de realizacién de
la figura 5 sirve para reducir el peligro de desperfectos
en el substrato 10 en razén de las fuerzas térmicas que se

desarrollan en &l.

Un ejemplo de una estructura éemsoporte péra el
cédtodo termibnico élano descrito mds arriba se describiri
ahora haciendo referencia a las figuras 6 y 7. La estruc-"
tura de soporte 31 estd constituida por un separador 22 en

_ forma de marco con un espesor predeterminado y que tiene

una pluralidad.de elementos en forma de apéndice 26a, 26b
26c y 264 que se extienden en su porcién de zona abierta
vy que estén adaptados para recibir y soportar la estructu-
ra de chtodo 21. Un elemento de fijacién en forma de marco
23 esté adaptago para cooperar con el separador 22 e in-

cluye tambien unos elementos de apéndice 29a, 29b, 29¢, ...

20k, que se extienden en la porciém interna del elemento de

fijacibén 23. De este modo, 10s elementos en forma de apén-
dice 26 y 29 del seperador 22 j del elemento de fijacibn 23,
respectivamente, sirven para sujetar el catodo 21 a lo largo
del perimetro de la estructura de cétodo y mantienen firme-
mente el cétodo. ’ _

La armadura 27 del elemento de fijacibén 23 esté

igualmente provista de unas patas 30a y 30b que se extien

den a partir de la armadura 27, sustancialmente de la ma-

nera representada. E1 separador 22 y el elemento de £ijacibn

23 tiencn una forma o una configuracibén tal que puedan ine-

" troducirse en una reja de forma cédncava Gl como se represen

ta en la figura 7. La superficie externa del separador 22

-esté adaptada para entrar en contacto con la superficie in

terna de la pared de extremidad 5 de la reja Gl, y-las pa-

tas 30a y 30b que se extienden a partir de -la armadura 27
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del clemento de fijacién 23 estan adaptadas para soldarse
en»la reja. Ya que el separador 22 tienp un espesor predeter
minado t, los revestimientos emisores de electrones 18R, 18G
v 18B de 1los céiodos 15R, 15G y 15B, respectivamente, cs-
tén separados de la pared 5 por la distancia predetermina
da d. Por tanto, los electrones emitidos a partir de los cé
todos rojo, verde y azul pasan a2 través de los orificios

8R, 8G y 8B , respectivamente, formados en la parcd de ex-—

tremidad 5 de la reja Gl.
Para ensamblar el cltodo 21 en su estructura de

soporte 31, el separador 22 y el elémento de fijacibébn 23 se

sujetén conjuntamente, por ecjemplo mediante una soldaduvra
por punto, desﬁues de alinear adecuadamente estos elémentos
respectivos. Preferentemente, los apéndices g9a:.. 2%h situa
dos en 1a armadura 27 del elemento de fijacién23 no se do-

" blan todavia para recibir la configuracifén que se representa

en la figura 6; sino que por el contrapio se extienden has
ta el exterior de la armadura 27 de modo que el catodo 21
pueda sitwarse adecvadamente cn los apéndices 26a... 264 del
separador 22, Despues de introducir asi el céfodo 21, se do
blan los apéndices 2%a... 291 para que sujeten y bosicionen
adecuadamente el cétodo 21, de la manera representada en la
figura 6. De este modo los cétodos 15R, 15G y 15B se alinean
y selyuxtaponen adecuadaménte con respecto a los orificios
R, SG v 8B, respectivamente, de la reja G A continuvacibn
la estructura de boporte 31 que lleva adecuadamente soporta
do en ella el catodo 21, se introduge en la reja Gl. Como

se ha descrito més arriba,la superficie superior del sepa-

rador 22 se empuja en contacto con la superficie interna de

‘1a pared de extremidad 5 de la reja Gl y las patas 30A y 30B

que se extienden a partir d@ s armadura 27 se sueldan en la
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reja.

Puesto que el cétodo 21 estéd soportado por los apég
dices 26a, ... 264 y 29a ... 20h sustancialmente con un
contacto puntuval en 1la periferia externa del cafodo, la
cantidad de calor transmitida desde el cétodo 21 hasta la

estructura de sovorte 31 es minima. .

H

3

H
2.
[
<

En los modos de realizacidén descritos ms arriba .
con referencia a las figuras 2, 4y 5, se ha supuesto
que la estructura de cétodo es del tipo calentado indirec
tamente. Otro modo de. realizacién de una estructura de cé-
todo termibnico plano se representa en las figuras 8 y 9 y
puede considerarse como. siendo del tipo calentado directa-
mente. Esto quicre decir que en el catodo calentdlo directa
mente la capa aislanté 14, que se representa’ anteriormente
comolseparando‘cada uno de los cétodos de los elementos de
calentamiento ha sido omitida. Como se &e en las figuras 8
vy 9, los elementos de calentamieﬁto principales 12R, 12G y
12B estan devositados cn zonas'separadas sobre el substrato
10. Las capas metélicas 17R, 17G y 17B se depositan direc-

tamente sobre 1los elenmentos de calentamiento 12R, 12G v

12B, respectivemente, y, como en el caso anterior, los re-
vestimicntos cnisores de electrones 18R, 18G y 18B se apli-

can a las respectivas capas metalicas. El elemento de suvbca
lentamiento 13 esté& dispuesto sustancialmente a lo largo del
peririetro del substrato 10 para definir una zona de calenta
miento, sustancialmente de la misnma manera y con la misma
finalidad que en cl modo de realizacién descrito més arriba.

Cada clemento de calentamiento principal 12R, 12G y

"12B, esté conectado clectricamente con los terminales de sw

nministro de corriente de calentamiento o pasadores 32R, 32G

'y 32B, respectivamente. El elemento de subcalentamiento 13

estd conectado electricamente con los terminales de suminis
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cono se representa, los elementos de calentamiento princi-

pales y los elementos de subcalentamento estén conectados

independientemente los unos de los otros. Sir embargo, cl
elemento de subcalentamiento 13 sirve para reducir los es
fuerzos térmicos en el substrato 10, lo que disminuye sug-
tancialmente la posibilidad de que se produzcan desperfec-
tos en el substrato.

Unos orificios o ranuras 34 estan formados en el
substrto 10 v estén adaptados para recibir unos elementos
de pantalla (no representados) destinados a . separar 1los cé~
todos agyacentes 15R, 15G y 15B con ‘el objeto de evitar 1la
intermoﬁulacién producida por interferencias mutuas.

.Si se desea, las conexiones independiegtes de los
respectivos elementos de calentamiento pringipales 12R,
12G y 12B y el elemento de svbcalentamiento 13, que se re-
presenta en la figuré.B, pueden sustituirse por las cone-
xiones en serie, del tipo descrito més arriba con respecto a
los.modos de realizacién de la figura 2, o por una conexién
paralela, tal como la que se ilustra en la figura 4. Como
otra modificacién del modo de realizacibn de la figura 8,
el elemento de subcalentamiento 13 puede situarse unifor-
memente a través del abstrato 10 con la cbnfiguracién que se
ilustra por ejemplo en la figura 5. Naturalmente, la'estructg
ra de cétodo calentada directamente de las figures B'y S pue
de svportarse pr medio de la estructura de .séporte de céto-
do 31 del tipo ilustrado en las figuoras 6 y 7.

Aungue el invento haya sido representado y descrito
particularmente con referencia a ciertos modos de realiza-

cibn preferidos, se entiende facilmente que los peritos en

N
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la maeteria poérén introducir varios cambis y modificacio=- -
nes de forma y detalle sin alejarse dd espiritu y del al
cance del invento. Por tanto, sc entiende que las reivin-
dicaciones adjuntas deben ser interopretadas como incluyendo
aquellos cambios v modficaciones,

En resumcn, la presente patente de invencién que

se solicita deberé recacr en las siguientes

REIVINDICACIONES

1. C&todo termibdnico plano que incluye:

Un substrato;

Un dispositivo de calentamiento principal situvado
en dicho substrato para producir por lo menos una zona de .
calor sustancialmente localizada; y

Un dispositivo de chtodo dispuesto en dicha zona
localizada por Lo menos y que incluye un material cmisor de
electrones, caracterizado porqﬁe incluye

Un dispositiveo de subcalentamiento Pormado on dicho

substrato alrededor de diche zona localizada para definir
sustancialmente una zona de calentamiento.

2. 'C&todo termibnico plano, segbn la reivindicacién

1, caracterigado porque dicho dispositivo de calentamiento
principal incluye una pluralidad de elementos de calentamien

to principales hechos cada wuno de conductores de corriente
resistivos dispuestos para producir un calor predeterminado
con el objeto de activar dicho material emisor de electrones,
y dicho dispositivo de subcalentamiento est& dispuesto para
reducir el gradiente de temperatura producido -por dichos dig
positivos de calentamiento principales.

3. Céatodo termiénico plano segiin la reivindicacién

2, caracterizado porque dicho dispositivo de suvbcalentamiento
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esté constituido por wun conductor do comicente resistivo
dispuesto sustancialmente alrededor de diches elenentos do
calentamiento principales,

4, Chlrode tormidanico plano segfin la reivindicacibi:
3, caracterizado porque dichos clementos de calentamicento
principales cstln concctados on seric vy porque dicho con—
ductor de corriecate resistivo circundante e;té conectado
en serie con dichos cleazentos de calentanmiconto orincipoles.

5. C&todo termibnico plaro segfin la reivindicacién
3, caracterizado porque dichos elementos de calentamiento
principalcs estén conectados en paralelo y porque dicho con
ductor de corriente resistin circundante esté coznectado on
paralelo con dichos clerentos de calentamiento principales.

6. C&todo termibnico »lano seglm la reivindicacién
3, caracterizado porque dicho substrato tiene una configura
cibn predeterminada y dicho conductor de corriente resicti-
vo circundante define sustancialmente el nerimetre de dich
substrato.

7. Cétodo termibnico plano, scgln la reivindicaclén
3, caracterizado porque dichos clementos de calentamiento
principales estan conectados indepmendicntementé los unos de
los otros e independientemente de dicho conductor de corricn
te resistivo circundante.

2. C&todo termibnico plano segin la reivindicacidsn
2, caracterizado porque dicho dispositivo de subcalentamicn
to incluye un conductor de corriente resistivo disduestc sus
tancialmente de manera uniforme sobre dicho substrato.

9. Cétodo termidnico nlano seglin la rcivindicacidn
8, caracterizado norquec dicho conducior de corriente resisti-

vo esté& dispuesto con una configuracidn scerpentina.
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10. Catodo termidénico plano segin la reivindicacidn
2, caracterizado porque los conductores de corriente resis-
tivos de un elemento de calentamiento estin conectados en -
gerie y dispuestos con una configuracién serpentina.

11. Céatodo termibnico plano segln la reivindicacibdn
1, caracterizade porque dicho dispoéitivo de citodo ineluye
una capa de material aislante situada encima de dicho dispo-
sitivo de calentamiento principal; por lo menos un elemento
metédlico sobre dicha capa aislante dispuesto en dicha zona -
localizada de calor por lo menos; y un revestimiento de mate
rigl emisor de electrones sobre dicho elemento metilico por -
lo menos.

12. Catodo termidnico plano segln la reivindicacidn

1, caracterizado porque dicho dispositivo de citodo incluye -

por lo menos un elemento meté&lico sobre dicho dispositivo de

calentamiento principal dispuesto en dicha zona localizada de °

calor por lo menos; y un revestimiento de material emisor de -
electrones sobre dicho elemento metélico por lo menos.

13. Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el que
ha de recaer la Patente de Invencidén gque se solicita: CATODO -
TERMIONICO PLANO.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la -
presente memoria descriptiva que consta de veintidés paginas -
mecanografiadas y dibujos que se acompaian.

Medrid, 11 Junio 1.976
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